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Получение эпитаксиальных слоев (ЭС) р-типа проводимости с резкими профилями легирования является приоритетной задачей при получении ряда различных структур: полупроводниковых лазеров, динисторов, туннельных диодов и других. Наиболее часто использующиеся примеси – это углерод, цинк и магний. Низкий коэффициент диффузии углерода, по сравнению с цинком, высокий предел растворимости в соединении А3В5, позволяющий легировать до более высокого (р>1020 см-3) уровня, и отсутствие «эффекта памяти» делают углерод чрезвычайно привлекательным при создании приборных гетероструктур[1]. В данной работе исследуются особенности легирования углеродом GaAs c использованием СCl4 и сопряженных с этим процессами травления.
Наличие хлорсодержащих соединений в зоне роста усложняет процессы, протекающие при легировании ЭС. Наряду с внедрением атомов углерода в растущий слой, протекают реакции образования легколетучих хлоридов галлия, что снижает скорость роста.

Для выявления механизма травления ЭС GaAs в процессе легирования СCl4 в температурном интервале 600 – 800 ˚С выбрано несколько реперных точек, и при каждой температуре роста проведено три эксперимента: в первом осаждали нелегированный ЭС GaAs, во втором - создавали легированный углеродом ЭС GaAs, и, наконец, в третьем эксперименте исследовали процесс травления поверхности ЭС GaAs СCl4.
ЭС GaAs p-типа были выращены в условиях МОС-гидридной эпитаксии. Рост происходил при пониженном давлении (65 Torr) в горизонтальном реакторе на подложках GaAs ориентации (100). 

В исследованном температурном диапазоне, наиболее часто используемом для формирования приборных гетероструктур на основе GaAs, снижение скорости роста определяется процессом травления на поверхности ЭС GaAs. 
Выявлено, что при повышении температуры  процесса происходит уменьшение вклада обеднения газовой смеси путем формирования летучего GaCl. Снижение температуры приводит к существенному изменению картины травления. Так, при t=800 °С  вклад реакций с образованием GaCl составляет 1.5%, тогда как при t=600 °С эта величина достигает 42%. Таким образом, для использования преимуществ легирования углеродом необходимо учитывать сопряженные процессы травления поверхности GaAs и соответствующим образом корректировать условия получения эпитаксиальных слоёв с заданной геометрией.
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